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【手続補正書】
【提出日】平成29年8月29日(2017.8.29)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板と、前記基板上に製膜された電極膜と、前記電極膜上に製膜された圧電薄膜と、を
備え、
　前記圧電薄膜は、
　組成式（Ｋ１－ｘＮａｘ）ＮｂＯ３（０＜ｘ＜１）で表されるペロブスカイト構造のア
ルカリニオブ酸化物が（００１）面方位に優先配向してなり、
　フッ化水素を４．３２ｍｏｌ／Ｌ、フッ化アンモニウムを１０．６７ｍｏｌ／Ｌの濃度
でそれぞれ含むフッ素系エッチング液を用いてエッチングした際のエッチングレートが０
．００５μｍ／ｈｒ以下であり、
　厚さ方向に２５×１０６Ｖ／ｍの電界を印加した際のリーク電流密度が５００μＡ／ｃ
ｍ２以下であり、
　周波数１ｋＨｚの条件下で測定した際の比誘電率が３００以上１０００以下である
圧電薄膜付き積層基板。
【請求項２】
　下部電極膜と、前記下部電極膜上に製膜された圧電薄膜と、前記圧電薄膜上に製膜され
た上部電極膜と、を備え、
　前記圧電薄膜は、



(2) JP 2017-76730 A5 2017.10.12

　組成式（Ｋ１－ｘＮａｘ）ＮｂＯ３（０＜ｘ＜１）で表されるペロブスカイト構造のア
ルカリニオブ酸化物が（００１）面方位に優先配向してなり、
　フッ化水素を４．３２ｍｏｌ／Ｌ、フッ化アンモニウムを１０．６７ｍｏｌ／Ｌの濃度
でそれぞれ含むフッ素系エッチング液を用いてエッチングした際のエッチングレートが０
．００５μｍ／ｈｒ以下であり、
　厚さ方向に２５×１０６Ｖ／ｍの電界を印加した際のリーク電流密度が５００μＡ／ｃ
ｍ２以下であり、
　周波数１ｋＨｚの条件下で測定した際の比誘電率が３００以上１０００以下である
圧電薄膜素子。
【請求項３】
　組成式（Ｋ１－ｘＮａｘ）ＮｂＯ３（０＜ｘ＜１）で表されるペロブスカイト構造のア
ルカリニオブ酸化物が（００１）面方位に優先配向してなり、ＭｎおよびＣｕからなる群
より選択される金属元素を０．２ａｔ％以上０．６ａｔ％以下の濃度で含む圧電薄膜付き
積層基板を用意する工程と、
　前記圧電薄膜の少なくとも一部を露出させた状態で、前記積層基板に対してフッ素系エ
ッチング液を供給し、前記積層基板のうち前記圧電薄膜を除く部位の少なくとも一部をエ
ッチングする工程と、
　を有する圧電薄膜素子の製造方法。
【請求項４】
　組成式（Ｋ１－ｘＮａｘ）ＮｂＯ３（０＜ｘ＜１）で表されるペロブスカイト構造のア
ルカリニオブ酸化物が（００１）面方位に優先配向してなり、ＭｎおよびＣｕからなる群
より選択される金属元素を０．２ａｔ％以上０．６ａｔ％以下の濃度で含む圧電薄膜付き
積層基板を用意する工程と、
　前記圧電薄膜上に形成された絶縁膜に対してフッ素系エッチング液を供給し、前記絶縁
膜の一部をエッチングして前記圧電薄膜の表面を露出させる際に、前記圧電薄膜をエッチ
ングストッパとして作用させることで前記絶縁膜のエッチングの終点を制御する工程と、
　を有する圧電薄膜素子の製造方法。
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